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1．はじめに 
CMOS イメージセンサーの高性能化

グ技術を開発し,さらにリン（P）を追加

素クラスターイオン注入エピタキシャル

素が再放出挙動を示すことを明らかとし

の熱処理によりエピ層に拡散して,界面準位欠陥

方,リンはシリコン中で P-H 結合を形成

域において,リンによる水素拡散挙動

オン注入レンジに捕獲された水素の

2．実験方法 
n 型 Si(100)基板に CH2P の多元素

として注入をおこなった後に 5 μm のエピタキシャル

理をおこなった。水素濃度は Second
3．実験結果 

Fig.1 にエピタキシャル成長直後（

ァイルを示す.エピタキシャル成長直後

700℃,30 min 熱処理後の水素濃度

いると考える.そこで,Fig.2 に 700℃,30 min
離をおこなった結果を示す.表層側の

拡散挙動であると考える.一方,基板側

とがわかった.従来の C3H5注入領域

水素拡散挙動の結果はリンと水素による

入領域中に捕獲される水素は炭素およびリンとのそれぞれの

て,水素の再放出によるパッシベーション
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Fig.1 SIMS profile of hydrogen with CH
growth (solid line), 700°C,30 min heat
(dotted line). 

イオン注入エピウェーハの製品特性（２
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高性能化のために, 我々は炭素クラスターイオン注入技術

追加した分子イオン注入エピタキシャルウェーハの開発を

エピタキシャルウェーハの特徴の一つとして,注入領域に水素が捕獲

らかとしてきた３，４）.さらに,炭素クラスターイオン注入領域

界面準位欠陥の不活性化（不動態化）に寄与することが

形成する報告がされている６）.しかしながら,リンが追加された

拡散挙動への影響は明らかとなっていない.そのため,リンが追加

の熱処理拡散挙動の評価をおこなったので報告する. 

多元素・分子イオンを加速電圧 80 keV/cluster、炭素ドーズ

のエピタキシャル層を成長させた.その後 700℃, 30 min
Secondary Ion Mass Spectrometry (SIMS)分析により評価した

（実線）,700℃,30 min の熱処理後（点線）の SIMS による

成長直後に水素が CH2P 注入領域にも捕獲されることが

水素濃度プロファイル形状から,二つのピークにより水素濃度プロファイル

,30 min 熱処理後の SIMS プロファイルに対してローレンツ

の Peak1 はピーク濃度値から過去報告されている C3H
基板側のPeak2に関しては,Peak1と比較して拡散量が大き

注入領域中の水素は C-H2結合状態の形成が報告されているが

による P-H 結合状態が形成されている可能性を示している

およびリンとのそれぞれの結合状態を形成することによ

パッシベーション効果が期待できる. 
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Fig.1 SIMS profile of hydrogen with CH2P after epitaxial 
min heat-treatment 

Fig.2 Hydrogen profiles of the SIMS (
peak separation of a peak1 (green
(red line) and total hydrogen profile
700 °C,30 min heat treatment. 
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吸着挙動の解析- 
s (2) 

P Cluster Projection Range- 
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を用いた近接ゲッタリン

をおこなってきた１，２）.炭
捕獲され,熱処理後に水

注入領域の水素はデバイス工程

することが報告されている５）.一
された分子イオン注入領

追加された多元素・分子イ

ドーズ量を 1.0E15 atoms/cm2

min の条件にて等温熱処

した. 

による CH2P の水素プロフ

されることが明らかとなった.また, 
プロファイルが形成されて

してローレンツ関数によるピーク分

H5 注入領域と同じ水素

きく,拡散挙動が異なるこ

されているが,CH2P 注入領域中の

している.そのため,CH2P 注

することにより広い温度領域におい
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SIMS (dotted line) and the 
green line) and a peak2 

) and total hydrogen profile (dashed line after 
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